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【はじめに】 量子情報分野において、重要な役割を担う単一光子源やもつれ光子対源への応用に

向けて、GaAs などのⅢ-Ⅴ族半導体に窒素をドープすることで形成される単一等電子トラップに

よる発光の利用が考えられている。我々はこれまでに、窒素δドープ GaAs 中の単一等電子トラ

ップによる発光を確認し、単一光子源応用への可能性を見出した[1]。さらに、窒素δドープ GaAs

中の単一等電子トラップによる励起子分子発光を確認し、もつれ光子対源への可能性も見出した

[2]。そこで本研究では、GaAs 中の単一等電子トラップによる発光特性評価として、励起子分子

発光に対して時間分解フォトルミネッセンス(PL)測定を行った。 

【実験】 窒素δドープ GaAsは MOVPE法によって成長温度 630℃で作製した。窒素δドープ層

はトリメチルガリウムを数秒間止めている間、ジメチルヒドラジンを供給し作製した。時間分解

PL測定は、Ti:Sapphireレーザ(パルス幅：200fs)を励起光として用い、測定温度は４Kで行った。 

【結果】 本研究で得られた窒素δドープ GaAs中の単一等電子トラップによる励起子分子発光の

時間分解 PL 測定の励起強度依存性を示す。励起強度が弱

い時には減衰成分が１つであるが、励起強度を強くすると

速い減衰成分が現れることがわかる。ZnCdSe-ZnSSe MQW

中の励起子分子発光の時間分解 PL において励起強度の増

加と共に速い減衰成分が現れることが報告されており、そ

の成分は励起子分子の放射寿命が起因していると考えら

れている[3]。GaAs 中の単一等電子トラップによる発光に

ついてさらなる知見を得るために励起子発光に対して時

間分解 PL測定を行った結果についても報告する。 
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Jif図：時間分解 PL測定による 
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